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【はじめに】コロイド量子ドットは

状態が特定のエネルギーに集中して

いること、粒径に依存したエネルギ

ー準位をもつ、多重励起子形成[1]を

持つなどの理由から次世代の高効率

の光電デバイスとして活用されるこ

とが期待されている。中でも鉛カル

コゲナイド(PbX)はバンドギャップ

が小さいことから特に高効率が得ら

れることが期待されている。それは

バンドギャップと開路電圧の差が小

さくなると考えられているからで

ある。しかし最もバンドギャップの

小さい PbTe はその不安定性からほ

とんど研究が行われていなかった。そこで本研究では PbTe コロイド量子ドットの薄膜化、そのデ

バイスの電気伝導特性を調べることを目的とした。 

【実験】PbSの先行研究を参考に以下の 2つを行った。①チオシアン酸アンモニウム(SCN)、3-メ

ルカトプロピオン酸(MPA)、1,2-エタンジチオール(EDT)の 3 種類の配位子[2][3]から最も PbTe コ

ロイド量子ドット薄膜に適した配位子の選択②イオン液体による電気二重層トランジスタ(EDLT) 

(図(a)) を用いたキャリアドープを行い薄膜の電気伝導特性の評価 

【結果・考察】①EDTにおいて安定、閾値電圧が小さく移動度の高い薄膜が得られた。②両極性

動作を示すことを確認した(図(c))。更に基板を 100℃、30 分間隔でアニールし閾値電圧の減少、キ

ャリア移動度の向上、伝達特性のグラフでピークの明確な観測を行うことに成功した(図(d))。グラ

フ上の傾きが負になっていることから量子化準位に由来するものと考えられる。またこれらの実

験で PbSコロイド量子ドット薄膜と同程度かそれ以上のキャリア移動度を得ることが出来た。[2] 

本研究の結果はコロイド量子ドット薄膜の電気伝導測定によるバンド構造のスキャニングに成功

したことも意味している。 
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図 (a)コロイド量子ドットの EDLT の絵, (b)PbTe コロイド量子ドットの

TEM 写真, (c)出力特性のグラフ, (d)アニールする時間による伝達特性の

グラフ 
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